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１．概要（Summary） 
 グラフェンは六方網面状に炭素原子が配置した一層

の炭素シートであるが、高い電子移動度を有している

ことに加え、半導体として電子状態を考えた際に、伝

導帯と価電子帯が一点で接するというゼロバンドギ

ャップ半導体であることを反映した特異な電子状態

を有することから、成長の限界が見えつつある Si 半
導体の性能を越える次世代の電子材料として期待さ

れている。グラフェンを転写プロセスを含まず作製す

ることは難しいが、我々は触媒金属の凝集現象を利用

した独自の方法によって、絶縁基板上にグラフェン薄膜を

直接形成し、FET を作製することに成功している[1]。また、

予め形成した金属 Ni パターンを用いて金属凝集をコント

ロールすることで、グラフェン生成とデバイスパターン形成

を同時に進行させられること、および金属 Ni パターン近

傍に数層のグラフェン薄膜が形成されることを確認した

(Fig.1 参照)。本研究では、金属 Ni パターン間の間隔を

電子ビーム露光によりさらに狭くすることで Ni 粒のないグ

ラフェン薄膜を作製することを試みた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
電子線露光装置(日本電子社製 JBX6300FS) 

【実験方法】 
名古屋工業大学にて厚いNi膜を電子ビーム蒸着装置

を用いて作製し、その後、名古屋大学にてレジストを塗布

し、0.1～1µm の幅で電子線露光を行った。その後、現像

を行い、ライン状のパターンが作製できていることを確認し

た。次に名古屋工業大学にて塩酸によるウェットエッチン

グを行い、Ni の微細凹凸パターンを作製した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したNiパターンのレーザー顕微鏡像をFig. 2に

示す。この図から、電子線描画で作製したスペース部は

幅が 5µm 以上あり、広がってしまっていることが分かる。

これは、エッチング液に使用した塩酸がレジストと反応し

てしまった結果であり、今後、ウェットエッチング液を工夫

することで所望の凹凸構造を作製する。 
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Fig. 1 Schematic illustrations of self-forming 
graphene/Ni patterns. 

 

 
Fig. 2 Ni line and space patterns fabricated 
by EB lithography. 


